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緒言 近年、中性子イメージング技術への期待から中性子検出半導体材料の開発が盛んに行われてい

る。我々は中性子捕獲断面積が大きい Gd 原子や B 原子がⅢ族原料であることに着目し、Ⅲ族原子の

混晶化が可能であり線に対する感度が低い GaN を母材に用いた GdGaN や BGaN による中性子検出

半導体を提案している[1]。しかしながら、GaN などのⅢ族窒化物半導体材料に関する放射線検出特性

は十分なデータが得られていない。そこで、本研究では GaN の線及び線に対する検出感度を調べる

ことにより、GaN の放射線検出特性を実験的に評価したので報告する。 

実験方法 本研究では、有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法を用いて作製した GaN ダイオードを

用いて放射線検出特性を評価した。放射線照射実験においては 241Am 線源を用いた線及び線照射時

の電流-電圧測定を行った。 

結果と考察 最初に、ショットキーダイオードを用いて線検出感度を評価した。図 1 に線照射時と

放射線未照射時における電圧一定下での電流値の時間変化を示す。線照射時において検出電流が増加

していることが確認でき、印加電圧の増加により検出電流値の増加量が増大していることが確認でき

た。しかしながら、十分な有感層が形成されていないため pA オーダーの増加量であった。そこで、十

分な有感層領域を得るために pn ダイオードを作製し評価を行った。IV 測定を行い放射線未照射時と

放射線照射時(線および線)の検出電流の増加量を測定した。測定結果を図 2 に示す。線照射時にお

ける電流値の増加に対して、線照射時における電流の増加量は十分に大きい値を示した。更に、印加

電圧を上げることで有感層領域の増加と取り出し効率の向上により増加した電流量が大きくなること

が確認できた。これらの結果は GaN が放射線照射において線のみを選択的に検出することが可能で

あることを示しており、放射線検出素子としての可能性が示唆された。 
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図 1:(a)線照射時及び(b)放射線未照射時における電圧

一定化での電流の時間変化 

図 2:IV 放射線未照射時

と放射線照射時(線およ

び線)の電流の増加量 
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